512Kb  SONY HBF9(MSX2) PoR: UsuARIO_MSX2

MATERIAL NECESARIO

SRAM 512KB HM65&12
74HCT32

74HCTO02

DIODO DE SENAL 151588
RESISTENCIA 10K (1/4)
TRANSISTOR NPN

+ 4+ ++ o+

PASOS

CONDENSADOR CERAMICO OuF

1° DESOL DAR LOS 128K DE MEMORIA RAM 'Y SUS CONDENSADORES
2° CABLEAR LA SRAM, CONDENSADORERAMICO 0.1uF Y LOS HCT SEGUN ESQUEMA

pin 3 s1985---A18 ] 1
pin5 s1985---A16 ]2
pin 7 s1985---A14 ]2
pin2  z80----A12 [ 4
pin 37 z80---- A7 []5

pin 36 z80---- A6 &6
pin 35 z80---- A5 [ 7
pin 34 z80---—- A4 [ g
pin 33 z80---- A3 g
pin 32 z80---- A2 [ 10
pin 31 z80---- A1 [ 11
pin 30 z80-—- A0 [ 12

pin 14 z80----DQ0 [ 13
pin 15 z80----DQ1 [ 14
pin 12 z80----DQ2 [ 15

HM658512 SRAM
TL VCC----z80  pin 11

pifi 55 91345 31 [ A15 ---s1985 pin 6
—_— - 30 [ A17 ---s1985 pin 4
29[ WE -—--z80 pin 22
281 A13 -—--z80 pin 3
27— A8 --—--z80 pin 38
%[ A9 -—--z80 pin39
251 A11 -—--z80 pin 1
24 0E -74hct02 pin 10
23 A10 ----z80 pin 40
2 CE -74hct32 pin 3
21— DQ7 ----z80 pin 13
20 1 DQ6--—--z80 pin 10
pin23 80— | 19 ] DQ5 --—-z80 pin 9
18— DQ4----z80 pin 7

74HCT02

pin 29 z80---GND T&——.—’ 17— DQ3----z80 pin 8

3° PONER LA RESISTENCIADE 10KENEL Z80 :UNIRRFSHY VCGPIN 11 Y 28)
4° HACER X5 EFECTIVO (Transistor NPN y Diodo de sefial) SEGUN ESQUEMA
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512Kb  SONY HBF9(MSX2) PoR: UsuARIO_MSX2

Graciasa Jipe por sus consejos



